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(57) Abstract: The invention concerns a method for obtaining a
self-supported thin film made of a semiconductor material, sup-
porting at least an electronic component and/or circuit (3) one of
its surfaces, from a wafer (1) of said material, the latter includ-
ing a front side (2), supporting or designed to support at least an
electronic component and/or circuit (3) and a rear side (4°). Said
method is characterised in that it comprises steps which consist
in: a) implanting atomic species inside said wafer (1), from its
rear side (4, 4°), so as to obtain a weakened zone (5) delimiting a
front part (6) extending from said front side (2) to said weakened
zone (5) and a rear part (7) formed by the rest of the wafer (1);
d) removing said rear part (7), the front part (6); repeating, if re-
quired, steps a) and b) on the rear side of said front part (6) until
the latter has the desired thickness for forming said self-supported
thin film.

(57) Abrégé : L’invention concerne un procédé d’obtention d’une couche mince auto-portée d’un matériau semi-conducteur, sup-
portant au moins un composant et/ou circuit électronique (3) sur une de ses faces, a partir d’une plaquette (1) dudit matériau, celle-ci
présentant une face avant (2), supportant ou destinée a supporter au moins un composant et/ou circuit électronique (3) et une face
arriere (47). Ce procédé est remarquable en ce qu’il comprend les étapes consistant a : a) implanter des especes atomiques a 1'inté-
rieur de ladite plaquette (1), depuis sa face arriére (4, 4°), de facon a obtenir une zone de fragilisation (5) délimitant une partie avant
(6) s’étendant de ladite face avant (2) a ladite zone de fragilisation (5) et une partie arriere (7) formée du reste de la plaquette (1),
b) détacher ladite partie arriere (7), la partie avant (6), c) répéter, si nécessaire, les étapes a) et b) sur la face arriere de ladite partie
avant (6) jusqu’a ce que celle-ci présente 1’épaisseur désirée pour constituer ladite couche mince auto-portée.
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